VQ 125

Infrarotemitterdiode auf GaAs-Basis in einer rauch-
farbenen 5-mm-Durchmesser-Allplast-Linsenverkap-

pung.

Die Diode weist einen hohen StrahlungsfluB auf
und ist fir Impulsbetrieb geeignet. lhr Emissionsbe-
reich ist gut an den spektralen Empfindlichkeitsbe-
reich von Si-Fotoempfdngern angepaft.
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Kennwerte beii, = 25°C min. typ max.
DurchlaBgleichspannung Up
bei Ig = 50 mA - 1,3 1,5 V
bei I = 100 mA - 1,4 1,7 V
Strahlungsleistung
bei Ip = 50 mA
VQ 125 A ®q 2.4 B mW
VQ 125 B @ 3,6 - mw
Sperrgleichstrom
bei Up =3V IR - 0 pA
Wellenlange des Maximums
der spektr. Emission
bei Ig = 50 mA Demax 900 980  nm
Spektrale Strahlungs-
bandbreite Ay o, - 75 ' nm
Offnungswinkel o 1 55 - ©
Schaltzeiten
bei lggm = 50 mA
Impulsanstiegszeit 1, & - 2 s
Grenzwerte
DurchlaBgleichstrom
bei g = —40 bis +25°C I - 100  mA
SpitzendurchlaBstrom
periodischer
bei U, = —40 bic 4-25°C 'ERM - 200 mA -
SpitzendurchlaBstrom _
bei 'U'a = —40 bis +25 'FSM — 2,5 A
Sperrgleichspannung
bei ¥, = —40 bis 85°" Up — 5 V
Betriebstemperatur g —40 185 °C
Lagerungstemperatur Tgeq —55 +100 °C



